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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 
@)Zusammengesetzter Leiterrahmen 

(§) Fur die Herstellung von Leistungshalbleitergehausen war- 
den teilweise zusammengesetzte Leiterrahmen als System - 
trager etngesetzt Darin bestehen die zentral position ierte 
inset 4, die durch den Warmeverteiier 2 dargestellt wird, und 
der restiiche Leiterrahmen 1 aus Blechen unterschiediicher 
Starke. Die notwendige Verbindung zwischen Insel 4 und 
Leiterrahmen 1 wird durch eine SchweiBverbindung darge- 
stellt. 



O 



O 




Die folgendan Angaben »ind den vom Anmelder elngereleht n Unterlag n entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 10.97 702 081/425 



5/25 



DE 196 25 384 Al 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Leiterrahmen zum Ein- 
satz in einem Leistungshalbleiter-Bauelement Dieser ist 
zur Verteilung und Ableitung der im elektronischen 
Bauelement entstehenden Warme mit einem Warme- 
verteiler verbunden, der zumindest teilweise mit in ein 
Kunststoffgehause integriert wird. 

Eine starke Erwarmung eines elektronischen Bauele- 



und dauerhaft elektrisch mit Masse verbunden ist 

Die Ldsung dieser Aufgabe wird durch die Merkmale 
des Anspruchs 1 dargestellt 

Di Erfindung fuhrt zu dem Erfolg, daB der System- 
trager oder Leiterrahmen mit dem Warmeverteiler der 
zur Warmeableitung der in einem Halbleiterelement 
entstehenden Betrieb swarm e dient zuverlassig durch ei- 
ne SchweiBverbindung zusammenmontiert werden 
kdnnen. Nachdem der Einbau des Warmeverteilers auf- 



mentes (Chip) muB je nach Gehausetyp unterschiedlich i 0 grand der Warmeentwicklung des Halbleiterchips not- 



beherrscht werden. Liegt beispielsweise ein elektroni- 
sches Bauelement mit einer KunststoffumhOllung vor, 
so kann eine wirksame Warmeableitung lediglich durch 
Warmeleitung fiber entsprechende metallische Kompo- 
nenten geschehen. Die Warmeableitung fiber den 
Kunststoff des Gehauses reicht lediglich fur Bauteile 
aus, deren interne Warmerzeugung relativ gering ist. An 
einem als Leistungschip bezeichneten elektronischen 
Bauteil ist jedoch im Unterschied zu CMOS-Schaltun- 



wendig ist, muB eine technische La sung zur Herstellung 
der mechanischen Stabilitat der Anordnung aus Leiter- 
rahmen und Halbleiterchip angeboten werden. Wie im 
Stand der Technik beschrieben, laSt sich ein dazu not- 
15 wendiger Leiterrahmen mit unterschiedlichen Blechdik- 
ken an verschiedenen Stellen nicht in einem Stuck her- 
stellen. So mit ist der Einsatz eines zusammengesetzten 
Leiterrahmens, in dem der Warmeverteiler als Insel ein- 
gebaut wird unumganglich. Unabhangig von den Eigen- 



gen ein hoher passiver KQhlaufwand erforderlich. In 20 schaften des Warmeverteilers muB die Insel zur Bereit- 



diesem Zusammenhang wird ein relativ groBes Metall 
stttck als Warmeverteiler (heatslug) in das Kunststoff ge- 
hause integriert und mit Klebstoff oder Lot mit der 
Warmequelle (Chip) verbunden. Zur Gewahrleistung ei- 
ner hohen Warmeabfuhr werden fur die Metallteile bei- 
spielsweise Kupfer oder Kupferlegierungen verwendet 
Bei der Materialauswahl fur den Leiterrahmen ist ein 
KompromiB in der Form notwendig, so daB einerseits 
eine gute Warmeleitfahigkeit gewahrleistet sein soil, an- 



stellung des Massekontaktes mit einem AnschluBbein- 
chen, das fur den Massekontakt eingesetzt wird, zuver- 
lassig verbunden werden. Hierzu wird die Insel bzw. der 
Warmeverteiler mittels einer SchweiBverbindung mit 
25 dem Leiterrahmen verbunden. 

In vorteilhafterweise kann diese SchweiBverbindung 
durch eine LaserschweiBung dargestellt werden. 

Leiterrahmen und Warmeverteiler sind unter Um- 
standen groBflachig aneinander gelegt, so daB sich an 



dererseits aber auch die im Leiterrahmen integrierten 30 genugenden Stellen uberlappende Bereiche ergeben, an 



Anschlufibeinchen gut biegbar und verldtbar sein mus- 
sen. Die Materialstarke des auch als Systemtrager be- 
zeichneten Leiterrahmens betragt dabei beispielsweise 
0^5 mm. Die Materialstarke des Warmeverteilers liegt 
beispielsweise bei 13 mm 

Bei der Herstellung eines Kunststoffgehauses muB in 
der Regel vor dem Spritzvorgang eine Einheit aus Chip, 
Warmeverteiler und Warmesenke vorliegen. Dies wird 
in der Fertigung dadurch erreicht, daB eine Vielzahl von 



denen eine SchweiBung herstellbar ist Als besondere 
Ausf uhrungsformen fur eine LaserschweiBung liegt ent- 
weder eine KantenschweiBung an einer AuBenseite, 
d. h. an einer Schmalseite, des Warmeverteilers vor oder 
35 eine KantenschweiBung an einer Innenseite einer Aus- 
sparung des Warmeverteilers. Die Besonderheit ist in 
beiden Fallen die Herstellung einer kehlnahtformigen 
SchweiBverbindung, wobei die zu verbindenden Teile 
flachig aneinanderliegen und die Stirnseite des dunne- 



Leiterrahmen hintereinander in einem zusammenhan- 40 ren Metallstreif ens, in diesem Fall des Leiterrahmens, 



genden Band verschiedenen Bearbeitungsstationen zu- 
gefOhrt wird. Korrespondierend dazu werden jeweils 
auf den zentralen als Insel bezeichneten Teil eines jeden 
Leiterrahmens fertigstrukturierte Halbleiterelemente 
aufgebracht und elektrisch innerhalb des Leiterrahmens 
verbunden. Die ZufOhrung und Befestigung eines War- 
meverteilers muB in der Fertigung ebenf alls aufeinan- 
derfolgend an jeder Einheit von Leiterrahmen und Chip 
geschehen, wobei Warmeverteiler und Leiterrahmen 



auf der flachigen Seite des Warmeverteilers ange- 
schweiBt ist 

Im folgenden wird anhand der drei schematischen 
Figuren ein AusfQhrungsbeispiel beschrieben. 
45 Die Fig. 1 zeigt einen Leiterrahmen (leadframe as- 
sembly). Darin ist zum einen ein strukturierter Leiter- 
rahmen 1 dargestellt, der in der Fertigung in einer Viel- 
zahl hintereinander in einem Metallstreif en bereitge- 
stellt wird. Zum anderen wird zu jedem Leiterrahmen 1 



verbunden sein soliten. Nachdem die Herstellung eines 50 ein Warmeverteiler 2 hinzugef Qgt Zur Verbindung die 

ser beiden Bauteile wurde im Stand der Technik bei- 
spielsweise eine Krimp- Verbindung verwendet Erfin- 
dungsgemaB sind der Leiterrahmen 1 und der Warme- 
verteiler 2 fiber eine SchweiBverbindung 2, insbesonde- 
55 re eine LaserschweiBverbindung, an mehreren Stellen 
miteinander verbunden. Der Leiterrahmen 1 weist eine 
zentral positionierte integrierte Insel 4 auf, die zur Auf- 
nahme des Halbleiterelementes dient und durch den 
Warmeverteiler 2 dargestellt wird. 

Die Fig. 2 und 3 zeigen die entsprechenden Schnitt- 
darstellungen aus der Fig. 1. Darin ist wie in Fig. 1 der 
die Insel 4 darstellende Warmeverteiler 2 dargestellt 
Der im Schnitt dargestellte Leiterrahmen 1 zeigt in 
Fig. 2 einen sog. "downsef, wodurch der Steg 6 herun- 
tergesetzt wird. In Fig. 2 sind auch die Aussparungen 3 
sichtbar, innerhalb der mittels LaserschweiBung der 
Leiterrahmen 1 und der Warmeverteiler 2 verbunden 
sind. Die Fig. 3 z igt eine gegenuber Fig. 2 urn 90° ge- 



Leiterrahmens, also eines Metallbandes, mit unter- 
schiedlichen Starken an unterschiedlichen Stellen sehr 
aufwendig bzw. unmdglich ist, mQssen Warmesenke und 
Leiterrahmen aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt 
werden. 

Es ist bekannt, unterschiedliche Metallbander mit un- 
terschiedlicher Dicke in jeweils vorgegebener Weise zu 
strukturieren und beide durch einen Krimpvorgang zu 
verbinden. Eine andere Moglichkeit besteht in der Her- 
stellung der Verbindung durch eine Niete. Derartige 60 
Krimp- bzw. Nietverbindungen sind jedoch von relativ 
schiechter Qualitat Insbesondere kann eine dauerhafte 
elektrische Verbindung zwischen Insel (= Warmever- 
teiler) und Leiterrahmen nicht gewahrleistet werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Lei- 
terrahmen mit Warmeverteiler zur VerfOgung zu stel- 
len, wobei di Insel des Leiterrahmens eine gute War- 
meableitung gewahrleistet und gleichzeitig zuverlassig 
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drehte Schnittdarstellung. Darin sind wiederum die 
Stege 6 erkennbar, mit denen der Leiterrahmen 1 mit 
dem Warmeverteiler 2 aneinanderliegt In Fig. 3 sind im 
mittleren Bereich des Leit rrahmens 2 die AnschluB- 
beinchen des Leiterrahmens 1 erkennbar. Der zusam- 5 
mengesetzte Leiterrahmen 1 entsprechend der Erfln- 
dung gewahrleistet, daB die Insel 4, die durch den fur 
Leistungshalbleiterelememe notwendigen Warmever- 
teiler 2 dargestellt wird, zuveriassig an Masse gelegt ist 

Die Materiaistarke der Komponenten betragt bei- 10 
spielsweise fur den Leiterrahmen 1 0,25 mm und fQr den 
Warmeverteiler 2 13 mm. Die besonderen Vorteile ei- 
ner LaserschweiBverbindung liegen darin, daB keinerlei 
Deformationen des Leiterrahmens 1 zu erwarten sind 
und daB eine f este Verbindung vorliegtdie beispieJswei- 15 
se einer Zugkraft von 40 N standhalt Die Stellen, an 
denen eine SchweiBverbindung erzeugt wird, konnen 
gleichmaBig fiber eine Flache oder gleichmaBig uber 
den Umf ang der Insel des Warmeverteilers oder an be- 
sonders exponierten Stellen angeordnet werden. Mit ei- 20 
nem Lasers trahl iaBt sich auch eine DurchschweiBung 
bei aufeinanderliegenden zu verbindenden Blechstrei- 
fen erzeugen. Mittels eines Lasers trahles lassen sich an 
Stirnseiten, die auf dem anderen Verbindungspartner in 
irgendeiner Form aufliegen oder angrenzen, kehlnaht- 25 
Shnliche VerschweiBungen erzeugen. Entsprechend der 
Fig. 1 und 2 konnen beispielsweise Aussparungen 3 in- 
nerhalb des Leiterrahmens 1 vorgesehen sein, in denen 
die beiden Verbindungspartner verschweiBt werdea 
Diese Aussparungen 3, die hier als Kreise dargestellt 30 
sind, konnen beliebige Formen annehmen. 

Durch die schweiBtechnische Lasung entsprechend 
der Erfindung wird weiterhin der Vorteil erzielt, daB auf 
der Inseloberflache eine ansonsten notwendige Silber- 
schicht entfallen kann. Diese Silberschicht ist teilweise 35 
notwendig, um eine beispielsweise angenietete Insel 
mittels eines Bonddrahtes elektrisch zu verbinden. Die 
Einsparung der Silberschicht ergibt Kostenersparnisse 
und verbessert auch eine Klebeverbindung zwischen 
Halbleitereiement (hier nicht dargestellt) und der Insel 40 
4. Die Erzeugung eines Bodenkontaktes ist jedoch nach 
wie vor mdglich. Hierzu werden sog. Silberspots auf 
dem Leiterrahmen 1 aufgebracht Ein Silberspot ist ein 
Silberauftrag passender Form um beispielsweise eine 
lektrische Verbindung zwischen dem Halbleiterele- 45 
ment und dem Leiterrahmen oder einem Teil davon 
herzustellen. 

Nachdem elektrische Eigenschaften von Ausgangs- 
materialien von Herstellern selten garantiert werden, 
IaBt sich durch die zuverlassige Verbindung zwischen 50 
Leiterrahmen 1 und Warmeverteiler 2 ein einheitiicher 
Aufbau fur eine Halbleiteranordnung mit entsprechen- 
der Warmeabfuhr mit gleichzeitiger interner eiektri- 
scher Verbindung darstefien. 

Eine Aussparung 3 kann beispielsweise schlitzfdrmig 55 
dargestellt werden mit den AbmaBen 0,25 mm x 2 mm. 
Der fokussierte Laserstrahl wird auf die Schlitzmitte 
ausgerichtet, wobei an beiden Schmalseiten des Leiter- 
rahmens 1 innerhalb der Aussparung 3 eine SchweiB- 
verbindung erzeugbar ist Prinzipiell sind mittels Laser- 60 
schweiBung gute Bruchfestigkeitswerte in der Verbin- 
dungszone erzielbar. Der Laser ist universeli einsetzbar 
und kann gleichbleibend stabile Verbindungen mit ho- 
hen Festigkeitswerten erzeugen, wenn unterschiedliche 
Absorptionsverhaitnisse an verschiedenen Stellen eines 65 
Werkstuckes nicht zu unterschiedlichen Einkopplungen 
der Laserleistung fuhren. Ein LaserschweiBverf ahren ist 
standig verfugbar und bietet wirtschaftliche Vorteile. 
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Bezugszetchenliste 

1 Leiterrahmen (leadframe) 

2 Warmeverteiler (headslug) 

3 Aussparung, Durchgang 

4 Insel 

5 AnschluBbeinchen 
6Steg 

Patentanspruche 

1. Zusammengesetzter Leiterrahmen (1) zur Mon- 
tage von elektronischen Leistungs-Halbleiter-Bau- 
elementen, bestehend aus einem strukturierten Me- 
tallstreifen mit bestimmter Materiaistarke, an dem 
innere und auBere elektrische AnschluBelemente 
dargestellt sind, mit einem angeschlossenen flachig 
ausgebildeten Warmeverteiler (2), der eine groBere 
Materiaistarke als der Leiterrahmen (1) aufweist, 
wobei Warmeverteiler (2) und Leiterrahmen (1) 
durch mindestens eine SchweiBverbindung mitein- 
ander verbunden sind und der Warmeverteiler (2) 
gleichzeitig eine zentral im Leiterrahmen (1) posi- 
tionierte Insel (4) darstellt, die zur Montage von 
Halbleiterelementen vollflachig oder partiell aus- 
gebildet ist 

2. Leiterrahmen nach Anspruch 1, worm die Ver- 
bindung zwischen Leiterrahmen (1) und Warme- 
verteiler (2) durch eine oder mehrere Laserschwei- 
Bungen dargestellt ist 

3. Leiterrahmen nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, worm der Leiterrahmen (1) den War- 
meverteiler (2) uberdeckende Stege (6) aufweist, 
die mit mindestens einem Durchgang (3) versehen 
sind, wobei die SchweiBverbindung am Zusammen- 
treffen des Warmeverteilers (2) mit dem entspre- 
chenden Rand des Durchganges (3) dargestellt ist 

4. Leiterrahmen nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, worin Leiterrahmen (1) und Warme- 
verteiler (2) groBfiachig aneinanderliegen. 

5. Leiterrahmen nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, worin die SchweiBverbindung zwi- 
schen einer Schmalseite des Leiterrahmens (1) und 
einer fiachigen Seite des Warmeverteilers (2) dar- 
gestellt ist 
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Abstract 

The lead frame appts. (1) includes a structured strip of material having a definite thickness, on which is 
provided inner and outer electrical connection elements 

and a flat connected heat distributor (2). The heat distributor is thicker than the lead frame. The frame and the 
heat distributor are welded together. The heat 

distributor also represents an island (4) positioned centrally in the lead frame and formed wholly or partly for 
the assembly of semiconductor elements. It is 

overlapped by bars (6) containing through holes (3). When the frame and heat distributor are put together the 
weld is formed between a narrow edge of the frame 

and a flat surface of the heat distributor. 
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